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En éste trabajo se logró sintetizar nano-
poros y pirámides en la superficie del sili-
cio monocristalino tipo-p (100) utilizando el
método de anodización electroqúımica en un
medio de ácido fluorh́ıdrico donde se variaron
la temperatura, la densidad de corriente, el
tiempo de exposición y la concentración del
electrolito.

Las muestras fueron caracterizadas por
microscoṕıa de fuerza atómica (AFM) y mos-
traron que crecen poros de aproximadamente
50 nm de diámetro con una profundidad esti-
mada de 20 nm y poros de aproximadamente
150 nm de diámetro con una profundidad esti-
mada de 15 nm cuando se aplican densidades
de corriente de 5 mA/cm2 y 10 mA/cm2 res-
pectivamente a una temperatura de 5,5 ◦C;
éstos poros disminuyen su tamaño, pero au-
mentan su número por µm2 con el paso del
tiempo. Además, se obtuvieron pirámides de
aproximadamente 250 nm de ancho y 50 nm
de alto cuando se aplica una densidad de co-
rriente de 10 mA/cm2 a una temperatura de
6,2 ◦C, donde la altura de las pirámides au-
menta linealmente con el tiempo, es importan-
te destacar que en ambos casos las estructuras
no se encuentran distribuidas de forma unifor-
me sobre la superficie del silicio y que tanto las
pirámides como los poros son más perfectos a
tiempos menores.

Éstas morfoloǵıas debeŕıan cambiar las
propiedades ópticas del silicio lo que eventual-
mente podŕıa aumentar la eficiencia de las cel-
das solares de tercera generación fabricadas
con las mismas [1], ya que se estaŕıa aumen-
tando el área de absorción en el semiconduc-
tor.

Fig. 1 Imagen AFM: Pirámides de aproximada-

mente 250 nm de base y 50 nm de altura en la

superficie del silicio tipo-p (100).

Fig. 2 Imagen AFM: Poros de aproximadamente

50 nm de diámetro y 20 nm de profundidad en la

superficie del silicio tipo-p(100).
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